10

15

MEMORTA DESCRIPTIVA PARA SOLICITAR PATGNTE
- DE_INVENGION EN ®BSPifi POR: “UN METODO

DE CalBENTAMTRNTO POR INDUCCION" A NOM-

BRE DE STANDARD ELECTRICA, S.A. GON DOMICI-
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Bste invento se refiere a aparatos de calontamiente por
induccion, y mas particularmente a un método para tratar elementos
sensibles para su uso en aparatos de calenbamiento por induccidn
adecuados para la fabricacion de dispositivos;semiconductores.

Con el presente invento se proporciona un método para
recubrir un elemento sensible, para uso en aparatos de calentamiento
por induccidn de alta frecuencia, con una caja de una superficie ine
tey que comprende los pasos de dar a un bloque de materia} conduc~
tor una atmésfera ambiente que contenga una mezcla de compuestos
volatiles de carbén y silicio y un agente reductor, calentando dicho
bloque a una temporatura a la que se descompone dicha mezcla con lo
que soc deposita en la superficie de dicho blogue una capa que contie-
ne carburo de silicio.

El aparato de calentamicento por induceidn utiliza los

principios de gue la potencia es sbsorbida cuando se inducen corrien~

/oo



20

25

30

35

40

45

[
tes electricasjen un objeto y se oleva su temperatura. Si el objeto
es’'un aislanie 0 un cusrpo de Baja cornductividad, el proceso es muy
ineficaz y en tales casos es habitual el colocar el objeto en contac—
to térmico con un blogue de material conductor conocido por el nom=
bre de susceptor que entonces se calienta con corriente inducidas. El
carbon es un material comin para susceptores, pero en el proceso del
material durante la fabricacién de dispositivos semiconductores, tie-
nen que mantencrse unas condiciones de puroza extrems para svitar la
contaminacidn del material. Es dificil purgar bloques de carbon para
quitarles totalmente los contaminantes de forma que habitualmente, los
susceptores de carbdn para utilizacidn en la Fabricacidn de elementos
semiconductores se han hecho totalmente pasivos para su utilizacidn
encerrandolos completamente ¢n un recipicnte de cuarzo.

Un objeto de oste invento es un método de recubrir un
susceptor con una capa superficial de material inerte de pureza ele-
vada para cvitar que tengan que utilizarse estogs recipientes de cuarzo.

& continuacion se describird una realizacion del invento
con relacion al dibujo quoe se acompaia que reprosenta gsqueméticamente
un aparato parﬁ recubrir un susceptor de carbdn.

Refiricndonos ahora al dibujo, este muestra un bloque 1
de carbon soportado on un soportc de cuarzo 2. El soporte ostd situa-—
do dentro de un tubo de cuarzo 3 de aproximadamente 50 mm. do dismeu:-
interior y dispuesto de forma que esta dentro de las bobinas 4 de wmn
aparato de calentamionto por induccion de radiofrecuencia. (no TOpPTre—
sentado). Un extremo del tubo de cuarzo ésté conectado & un vaciador
5 y ¢l otro extremo estd conectado a un sistema de gas 6. Bl sistoma
de gas consiste de una linea principal do alimentacion 7 y wna linea
8 de alimentacién de paso. E1l tubo de¢ cuarzo pue&b tener aletas 9 pa=~
ra gsegurar la mszcla total del gas ds las dos 1lineas de alimentacion.

La linea de alimontacidn principal estd concctada a un suministro de
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hidrdgeno puro (tipicamente de una célula de difusidn de paladio)

¥ ¢l hidrdgeno boﬁ una velocidad de circulacidn de 10 litros/minuto
s¢ hace que pase el tubo de cuarzo. @ apargto combinado se conoce
por ei norbre de reactor).

B1 hidrégeno dec purcta elevada se suministra también a
través de la 1ince de paso y se haco burbujear a través de wa mezela
io consistente aproximadamente.en un 50% de cada uno de los tetraclo-
ruros de carbon y silicio situados en un recipicnte de cuarszo 1l man~
tenido a una temperaiura aproximada de 152 C. Los dos compuestos son
volatilss ¥ son arrastrados por el hidrdgeno al tubo reactors

Todo el zparato por el quc pasan los gases estd hecho .
de materiales incrtes de alta purcsa para reducir la posibilidad. de
cualquier contaminacidn de los materiales en procosos

Las corrientcs se inducen en el bloéue de carbon que se
calionta aai é uné temporatura del orden de los 14009C, a la que la
meacla de totracloruros de carbon y silicio se reduce con ¢l hidro-
gono para depositar unz caps consistente sustancialmente en carburo de
silicio on la superficie del blowue de carbén.

Se ha oncontradc (ue esta capa, producide como s¢ ha di~
cho antes, ¢s inerte y sustancialmente impormeable a las contaminaci~
nes cuando o utiliza on la fabricacion de elementos semiconductores.

So ha mostrade partiéularmentc Util on la deposicidn de capas epita-
xiales en léminas de silicg usando rcactores algo semejantes al degw
crito pussto quc se obitenia una transferencia tdérmica mucho mejof del
susceptor & la laminz que cuando ¢l susceptor estaba situado en un ro-
cipiente do cuarzo.

aungue se ha descrito la provision de una capa inertc en
un susceptor de carbdn. por la descomposicidn de mma mezcla de totra~

cloruros de carbon y silicio con hidrégeno, cualguier otra mezcla

volatil gue rudiora reducirse para depositar una capa inerite quo
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¢ontenga una proporcion. de carburo de silicio serfa adecuada.

AR AN \\\\.x\;

Se sobreentiende que la descripcion preccdente de ejeme

plos espoecificos de este invento se ha hecho unicamente a titulo de

ejemplo y no tiene gue considerarse como una limitacidn de su alcan-

Cee,

" Emte invento correspoﬁdé a una solicitud de patente forw-

mulade en Inglaterra el 4 de Enero de 1966 sefialada con el mimero
276/66 y se acoge, por lo tanto, a los beneficios que otorgan los

convenios internacionalce vigentes.

—n-—'——r——----o-——l\TOTA-'-—l--u-o————A-——-———-w

Los puntos.de invencion propia y nueva, que.se presentas
pera gue sean objoto doveéta patento de veilnte aflos son los sisulente-.

1o~ Un método de calontamionto por induccidn de un sus-’
ceptor que se reéubro'oon una oapa Superficial inerte que comprende
1aé stapes de disponer un blogue de material conductor con una at-
mosfera ambicnte que contiene una mezcla de compucstos volatiles de
carbon y gilicio ¥ un'agente reductor, el calsntemiento de dicho
bloque a una temperatura a la que sc descomponen dichos conpuecstos,
con lo que se deposita una capa de carburo de silicio en la superfi-~
cie de dicho hlogue. .-

2+= Un método como el del punto 1 en el que la capa depos”
tada consiste sustancialmunte en carburo de silicio.

 3.- Un método como cl de los puntos 1 & 2 en-el que di-
cho material conductor cs carbdn.

Jo= Un méfodo como 6l cualquicra de los puntos preceden—
tes én el que por lo menbs uno de dichos compuestos volatiles os un
haluro. .

5e- Un método como al dél punio 4 en el que dicha mez-

cla consiste sustancialmente de tetracloruro de silicio y tetraclo-~

ruro de carbdn.

e



Seh7
>, -}/’"l

§:

335281 , M

'._!n_nlnl"l
Ve

6e- Un método como ¢l de los puntos 4 6 5 en el que di~
cho elemento reductor es hidrdgeno.

7+~ Un método como es de uno cualquiéra de los puntos pre-
cedentesren el que dicho calentamiento se realiza mediante coréientes
inducidﬁs.

8e- Un método en el que el recubrimiento de un susceptor
s¢ hace sustancialmente como se ha descrito con relacion al dibujo
que se acompaiiz.

9e~ Un método de calentamicnto con un susceptor como el
de cualquiera de los puntos 1 a 8 anteriores.

10+~ Un método de calentamionto por inducoicn con un ™o~
tor para el tratamiento de material scmiconductor con un susceptor ¢o-
mo ¢l del punto G.

1le~ Un método de calentamicnto por induccidn de un sus—
ceptor como ol del punto 9 para ol tendido epitaxial de capas de ma-—
terial semiconductor,.

12.~ Un método de calentamiento por induccidn tal y comr .
acompalia ¥ a los fines especificados.

Esta memoric consta de cinco hojas escPitas por una sola ¢

MADRID, 4 ENE 1967

BARRI3D
. W
Seacretario General
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